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MOCVD 生长中利用 Al 双原子层控制
和转变 GaN 的极性
刘宝林
(厦门大学 物理系 ,福建 厦门 361005)
摘　要 : 　讨论了采用 MOCVD 在 Al2O3 衬底上生长 GaN 过程中的极性问题。在氮化衬底上
生长低温缓冲层前沉积一 Al 层来改变外延层的极性 ,并用 CICISS 来测量这一极性 ,最后给出了一
种模型来解释这一极性的转变。
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Abstract :　Polarity of GaN epilayer grown on nit ridated sapphire substrate and the possibility of
polarity manipulation are investigated. GaN films grown on nit ridated sapphire substrate show N
polarity ,and the N polarity films can be successfully converted to Ga2polar by adding a TMAl flow
before growth of low temperature buffer layer. Coaxial impact collision ion scattering spectroscopy
(CICISS) is used to character the polarity. A“two atom2layers of Al”model is tentatively proposed to
explain the polarity conversion mechanism.





探测器等光电器件 ,而且可以用于如 FET 等电子器
件。最近几年已成功研制出高效的可见光波段和紫
外光波段的 GaN 光电器件[1 ] 。
在过去的十来年中 ,由于低温缓冲层的引入 ,






极性是 (0001) GaN 不同于常规 Ⅲ2Ⅴ族化合物
( GaAs 和 InP (001) ) 的一个非常重要的特性 ,它对
于 GaN 的生长和应用有着重要的意义。
本文报道了采用 Al 双原子层的方法在生长过
程中来转变 GaN 极性。从 GaN 的物理结构来看 ,
认为极性是由于原子在生长过程中堆栈顺序的不同
造成的 ,进而讨论了它的物理机制 ,并给出了一种模
型 ,最后利用 X 光和光学显微镜测量的结果 ,比较
了利用氮化和双原子层 Al 控制极性得到表面光亮
和良好结构特征的样品结果。
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2 　实验
本实验利用日本日新公司生产的水平反应室低
压 MOCVD 设备进行材料生长 ,利用 c 面 Al2O3 作
衬底。分别采用 TM Ga , TMAl 和 N H3 作 Ga ,Al 和
N 源 , H2 气作为载气 ,在整个生长过程中总气流保
持 5. 8 L/ min ,反应室压力为 2. 67 ×104 Pa。生长过
程如下[4 ] :首先 ,将 Al2O3 衬底在 1 100 ℃,1 ×10
4
Pa 压力和 H2 气气氛下处理 10 min ;接着 ,在相同温
度下通 1. 5 L/ min 的 N H3 90 s ,对衬底进行氮化处
理 ;第三步是把温度降到 550 ℃,在衬底表面沉积一
层 Al , TMAl 流速是 5μmol/ min ,时间是 0～30 s ;第
四步是在相调制椭偏仪的监测下 550 ℃生长 20～
25 nm 的 GaN 缓冲层 ;最后把温度升到 1 080 ℃对
缓冲层进行退火并生长 3μm 左右的 GaN 外延层。
详细的生长过程如图 1 所示。
图 1 　GaN 的生长过程
Fig. 1 　GaN growth process with TMAl preflow
样品的极性采用 CICISS (Shimadzu , TAL IS -
9700)在室温高真空下进行测量[5 ,6 ] 。本实验所用
的 CICISS 是一台附带在高真空分子束外延上的测
量仪器 ,它采用 He + 离子束做枪 ,注射角可以调节。
我们采用接触模式工作的 SII 原子力显微镜和
Nomarski 干涉光学显微镜对样品表面进行形貌分
析 ,采用 Philips X‘Pert MRD 的四晶高分辨 X 射线
衍射仪对晶体结构[002 ] 和[102 ] 方向进行测量。
3 　结果与讨论
3. 1 　用 Al 控制在氮化的衬底上生长 GaN 外延层
的极性
由文献[ 1 ]可知 ,由于 Al2O3 的结构与 GaN 的
相似 ,都为纤锌矿结构 ,而且有高温稳定、硬度大和
价格低等特点 ,被广泛地用作 GaN 的衬底。但是 ,
它们之间有1 4 %的晶体失配 ,生长在Al2 O3上的
GaN 外延层为柱状结构。由于这些特点 ,柱状结构
会发生扭曲和倾斜 ,以致 GaN 的位错密度比较高 ,
达到 1 ×108 ～1 ×1010 cm - 3 ,而生长缓冲层前对
Al2O3 进行充分氮化 ,可以改善 GaN 柱状晶体之间
的一致性 ,减少它们之间的扭曲和倾斜 ,使位错密度
减小和晶格更完整。但是 ,在充分氮化的衬底上生
长的 GaN 为 N 极性 ,即为金字塔颗粒的粗糙表面 ,
很难作为器件应用 ,为了能得到光亮表面的样品 ,必
须改变其极性。我们采用在生长低温缓冲层之前通
TMAl 的方法来调整样品表面 ,使其极性改变。图 2
示出了用 CICISS[7 ]测量的外延层表面附近的 Ga 原
子信号 ,He +的注入方向为 [ 1120 ] ,与文献 [ 8 ,9 ]给
出的信号或者计算机模拟的信号比较 ,我们可以得
到样品的极性。我们比较了通 TMAl 0～30 s 的样
品极性的改变 ,可以看出 ,充分氮化而没通和通 2 s
的 TMAl 的表面生长出的 GaN 为 N 极性 ,而通 5 s
以上的样品为 Ga 极性。光学显微镜的观察结果如
图 3 所示 ,通 TMAl 5 s 以下的样品表面呈现肉眼下
奶色的金字塔结构 ,而通 5 s 以上的样品呈镜面。
说明我们的样品通过在生长缓冲层之前通 TMAl 处
理 ,极性得到了转变。
图 2 　利用 CICISS 沿 [ 1120 ]测量的 Ga 原子信号强度随通
TMAl 源时间的变化
Fig. 2 　Ga signal intensity dependency on incident angle of
He + by CICISS , measured in [ 1120 ] azimuth GaN
with TMAl preflow
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图 3 　干涉光学显微镜测量通不同时间 TMAl 处理的表面
形貌
Fig. 3 　Nomarski optical photographs of GaN films grown at
different TMAl preflow times
3. 2 　二个 Al 原子层改变 GaN 极性的模型
为了了解 GaN 的极性转变 ,我们首先必须了解
GaN 的晶体结构。GaN 有纤锌矿和闪锌矿两种结
构[1 ] 。纤锌矿结构空间群是 C46v ,它的堆栈顺序是
GaANA GaBNB GaANB GaANB。如图 4 所示 ,在 GaN 结
构中 ,每一个 Ga 或者 N 都与四个 N 或者 Ga 原子
相连 ,由于 Ga 和 N 原子的电荷不相等 ,而结构在
[0001 ]方向没有对称面 ,在体材料中会产生极强的
电场 ,因此 GaN 及其化合物在[0001 ]方向是有极性
的。GaN 的极性可以用 (0001) , Ga 面 , + c , Ga 极性
或 Ga 极面五个等价的名称来表示一个方向 ,而另
一个方向则用 (0001) ,N 面 , - c ,N 极性或 N 极面
来表示。对于 Ga 极面 , Ga 原子是一个键朝上而三
个键朝下 ,N 原子则相反 ; N 极面与 Ga 极面相比 ,
只不过是 Ga 和 N 原子对换了位置 ,而结构完全相
同。极性的不同 ,外延材料的很多性质都将发生变




图 4 　GaN 晶体沿 c 方向原子排列结构
Fig. 4 　GaN atom arrangement structure oriented along c2axis
如果 定 义 Ga 极 性 的 样 品 堆 栈 顺 序 为
GaANA GaBNB GaANB GaANB ,那么 N 极性的堆栈顺序
则为 NA GaANB GaBNA GaANB GaB ,N 极性转变成 Ga 极
性实际是把堆栈顺序由 NA GaANB GaBNA GaANB GaB 转变
成 GaANA GaBNB GaANB GaANB。从 N 极性的堆栈顺序可
以看出 ,只要在中间抽去一个原子层的 N 或者 Ga ,它的
堆栈顺序就变成了 NA GaA GaBNB GaANA GaBNB 或者
NA GaA NBNB GaANA GaBNB ,在 GaB 或者 NB 原子层前面
为 N 极面的堆栈顺序 ,而后面则为 Ga 极面的堆栈
顺序。在我们的实验中选择了用 Al 原子层来改变
极性 ,因为从堆栈顺序来看 ,极性改变的关键是要实
现 GaA Ga B 或者 NBNB 层 ,即同原子双层。由于 N
的蒸汽压在生长条件下很高 ,即使能够生长也是极
不稳定的 ,因此不能用双原子 N 层来实现极性的转
变。从已报道的 GaN 原子层外延实验结果可知 ,
GaA Ga B 层也是不稳定的 ,因为 Ga 原子有自限制效
应 ,也就是反应的原子或者分子在表面沉积完一层
后不能再沉积了 ,而 Al 在我们的 GaN 的生长温度
范围 (550～1 080 ℃) 则没有这一效应 ,因此在此沉
积温度下是可以沉积双原子层的 Al ,而且在 1 080
℃生长温度下是稳定的。
Al2O3 衬底经过 1 100 ℃的高温 H2 环境下处理
后 ,O 原子会与 H2 反应并被携带出反应室 ,而衬底
上会被 Al 原子层覆盖。在通 N H3 氮化过程中 ,N
和 Al 结合形成一层极薄的 AlN 层 ,由于 AlN 层是
在高温下形成的 ,很多文献都认为它具有 N 的极
性 ,本文上述的实验也证明了这一点。为了实现在
生长缓冲层之前改变极性 ,我们采用了通 TMAl 的
方法来实现沉积双 Al 原子层。图 5 给出了模型图 ,
最下面一层是由于氮化形成的 AlN 晶体 ,中间二个
原子层的 Al 是在生长低温缓冲沉积之前沉积的 ,而
最上面的是经过高温退火后的缓冲层和外延层的结
构。从图 5 可以看出 ,最下面一层由于一个 Al 原子
的三个键朝上而一个键朝下 ,它是 N 极性的。同样
二个 Al 原子层的中间层中 ,下面一个原子层的 Al
原子也是 N 极性 ,而上面一个原子层的 Al 一个键
朝上而三个键朝下 ,它是 Al ( Ga) 极性的。最上面的
结构延续了这一层的结构特征 ,也是 Ga 极性的。
所以 ,只要能实现双原子层的 Al 的沉积 ,就可以实
现极性的转变。我们也在 900 ℃下进行 Al 双原子
层的沉积 ,发现它同样可以实现 Ga 极面的外延层。
在充分氮化衬底上 ,没有通和只通 2 s 的 TMAl 表
面达不到二个原子层的 Al 的沉积 ,样品仍为 N 极
性 ,而通 5 s 的 TMAl 正好达到二个原子层的 Al ,样
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品为 Ga 极性。用这一模型不能解释通 TMAl 5 s 以
上的样品为 Ga 极性的结果 ,但可以认为当多层 Al
原子被沉积时 ,表面一层 Al 原子为了保证能量最
小 ,而形成 Al 三个键朝下和一个键朝上的结构。
图 5 　双原子 Al 转变 GaN 极性的模型
Fig. 5 　A model of“two monolayers of Al”illustrating the








由于氮化形成的 AlN 层延续了 Al2O3 衬底的晶体结
构 ,减少了缓冲层经退火后形成的晶粒的扭曲和倾
斜 ,使外延层晶体的柱状晶粒增大 ,晶体完整性改
善 ,位错密度减少。图 6 示出了原子力显微镜
(AFM) 测量的两种生长方法的样品的表面形貌。
从图 6 可以看出 ,用氮化处理并用双 Al 原子层转极
性的样品表面和传统的二步法生长的样品表面一样
是光亮的 ,而且黑点密度即位错密度明显减少 ,生长
图 6 　不同的生长条件下样品的 AFM 表面形貌。(a) 二步
法生长 ; (b) 衬底氮化和 TMAl 处理
Fig. 6 　AFM images showing the morphological evolution of
undoped GaN epilayers grown by different approaches.




功地实现了 GaN 生长由 N 极性向 GaN 极性的转
变。样品表面由金字塔结构的粗糙表面转变成光亮
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的 GaN 外延材料。这一额外的步骤包括原子层外
延生长一个薄的 AlN 层和二个原子层的 Al 层的生
长。
非掺杂 GaN 样品为低电阻光亮表面 ,经 X射线
测量为窄 FWHM。这些性能的改善是由于我们引
入 AL E 生长 AlN 层而使晶粒的倾斜和扭曲得到改
善。Si 掺杂 GaN 样品的载流子浓度达到 5. 0 ×1017
～1. 3 ×1019 cm - 3 。PL 测量也证明了样品的质量。
由于我们成功地利用三步外延生长方法生长出
了高质量的 GaN 外延层 ,使我们能很容易地实现
GaN 的 P 型掺杂和 In GaN/ GaN 量子阱的生长 ,最
终实现 470 nm 的高亮度的蓝光发光二极管。
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